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(54) 다층  조  드  챔  한 막 착 치

(57)  약

본  학 막(thin film), 도체 , LCD  ITO(Indium Tin Oxide) 또는 IZO(Indium Zink Oxide)

등  야에 하게 사 는 스 링 치(sputtering apparatus) , 막 착 치에 한 것 , 다

량   한   프 스에  하여  착  가능하므  매  프 스 마다  진공   가가스

(outgassing)  해 시간  는 타 치  비 할  량생산  하 , 챔  볼   하

해 착  료    착실에 다시 삽 하는 시스  문에 가스 (outgassing)  해

보다 적  시간  어 제 단가  절약할 수 고, 량   한 후 타겟건  치한 막 착챔

내  티클(particle) 등  주 제거할 필 가 없는 ITO  등  단 막 또는 3 ~ 5층 정도  막 시스  제

조에 한 것 , 그 술적 , 진공  막 착  한 다수  들  착 어 는 다층

착실(MSSHR);  상  다층 착실  착  상   개별적  하는  다수

루어지 , 상   측 정 치에 각각 제1 돌   제2 돌 가 어 루어진 다층

(MSSH); 상  다층 (MSSH)  상   하여 게 트 브(gate valve)  동시키 , 측

정 치에 제1 후크(first hook)  비하는 제1 직 동 (MUMG); 상  게 트 브  상  

 착 실(LSCS)  동시키 , 측 정 치에 제2 후크(second hook)  비하는 제2 직

동 (MUGL); 상  가 상  착 실 내  착 동 (SHMU)에 착  후, 신  계적 

치(home position)  동하는 상  착 동 ; 타겟  치에  상  가 상  착 동

에 해 복운동 에 착 업  루어지도  하는 막 착챔 (CMS);  포함하여 루어진다.

  도 - 도4
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특허청  

청 항 1 

진공  막 착  한 다수  들  착 어 는 다층 착실(MSSHR);

상  다층 착실  착  상   개별적  하는  다수  루어지 , 상

 측 정 치에 각각 제1 돌   제2 돌 가 어 루어진 다층 (MSSH);

상  다층 (MSSH)  상   하여 게 트 브(gate valve)  동시키 , 측 정

치에 제1 후크(first hook)  비하는 제1 직 동 (MUMG);

상  게 트  브  상   착 실(LSCS)  동시키 ,  측  정  치에  제2  후크

(second hook)  비하는 제2 직 동 (MUGL);

상  가 상  착 실 내  착 동 (SHMU)에 착  후, 막 착챔 (CMS) 좌우 양측

착 실(SCS)  복운동하는 상  착 동 ; 

타겟  치에  상  가 상  착 동 에 해 복운동 에 착 업  루어지도  하는

막 착챔 (CMS);

 포함하여 루어지는 다층  조  드  챔  한 막 착 치.

청 항 2 

제1항에 어 ,

상  직 동 는 스 핑 (stepping motor) 또는 보 (servo motor)에 해 동하도  루어진

다층  조  드  챔  한 막 착 치.

청 항 3 

제1항에 어 ,

상  제1 돌   제2 돌 는 하단에 비  탄  스프링, 상  탄  스프링  상단에 막 상  돌 가

상  탄  스프링  하게 연결   연결 어 루어지는 다층  조  드  챔  

한 막 착 치.

청 항 4 

제3항에 어 , 

상  제1 돌  또는 제2 돌  각 하단에, 상  착 동  상단 정 치에  돌 가 치하

게 , 상  탄  스프링  가압 어 제1 돌  또는 제 2돌 가 다운(down) 상태가 고, 상  돌  

치  탈하  상  탄  스프링  가압  해제 어 제1 돌  또는 제 2돌 가 업(up) 상태가 도

루어지는 다층  조  드  챔  한 막 착 치.

청 항 5 

제1항에 어 ,

상  제1 후크  제2 후크는 전·후 향  동가능하도  루어지는 다층  조  드  챔

한 막 착 치.

청 항 6 

제1항에 어 ,

상  는 착 료 후, 상  착 실  좌측한계 치(left limit position)에 치하도  루어

지는 다층  조  드  챔  한 막 착 치.
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 상 한 

     술  야

본  학 막(thin film), 도체 , LCD  ITO(Indium Tin Oxide) 또는 IZO(Indium Zink Oxide)<1>

등  야에 하게 사 는 스 링 치(sputtering apparatus) , 막 착 치에 한 것 다.

     경  술

본  LCD-TFT  ITO 또는 IZO 막, 도체 막, AR(Anti-reflex film) 막, IR(Infra-red) 막 등  <2>

막제조 양산시스 에 한 것 다.

학 막 시스  보다   해 근 다층 막 조 태  TiO2  SiO2등  막  께  조절하여<3>

갈아 수십층 복한다.

하지만 존  시스  공  워(power) 또는 전  고정한 상태에  시간  막 께  조절한다.<4>

러한, 종   막 착 시스  도 1에 도시   같 , 고정타겟에  전하는 시스<5>

, 러한  한 프 스 료시, 제 가능한 샘플  2 내지 4개 정도  그 양  상 적

많  적다.

그리고, 상  같  시스  한 에  막 께가 균 하게 루어지지 않아  전시 야 하는 문<6>

제점  다.

또한, 도 2에 도시   같 ,  동 식  직 운동  하는  고정 타겟  지나가게 해<7>

착하는 다. 러한  막  뛰어난 균질도  하나, 착  낮아 매 프 스시 진공  

지 않  해   챔  등  해야 한다.

비  앙 챔  진공  진 않아 타겟 무질  염  지할 수 지만,  드  챔 (load rock<8>

chamber) 내에  지공챔  내   체  수 업  진행해야 한다.

또한, 도 3에 도시   같 , 티 샘플  챔 (multi sample loading chamber)  한 들  고안<9>

어 고 지만, 차  LCD  등과 같    착에는 적합하지 않 , 제  복 하여

고가  진공  등  챔  내 에 치해야 하므  시스  욱 복 해지  수십억 원 상   비

다.

     내

        해결 하고 하는 과제

상  같  문제점  해결하고  안 한 것 , 본  다량    한  프 스에 하여<10>

착  가능하므  량 생산  하 , 챔  볼  하  해 착  료   샘플  착

에 다시 삽 하는 시스  문에 가스 (outgassing)  해 보다  시간  어 제  단가  절

약할 수 는 점  , 량   한 후 타겟건  치한 앙 챔  내  티클 등  주 제거

할 필 가 없는 ITO  등  단 막 또는 3 ~ 5층 정도  막 시스  제조에 매우 한 다층  조

 드  챔  한 막 착 치  제공하는  그 적  다.

        과제 해결수단

상  적  달 하  한 본 , 진공  막 착  한 다수  들  착 어 는 다층<11>

착실(MSSHR) , 상  다층 착실  착  상   개별적  하는  다수

루어지 , 상   측 정 치에 각각 제1 돌   제2 돌 가 어 루어진 다층

(MSSH) , 상  다층 (MSSH)  상   하여 게 트 브(gate valve)  동시키 ,

측 정 치에 제1 후크(first hook)  비하는 제1 직 동 (MUMG) , 상  게 트 브  상

 착 실(LSCS)  동시키 , 측 정 치에 제2 후크(second hook)  비하는 제2 직

동 (MUGL) , 상  가 상  착 실 내  착 동 (SHMU)에 착  후, 신  

계적  치(home position)  동하는 상  착 동 , 그리고 타겟  치에  상  가

- 3 -

등록특허 10-0898038



상  착 동 에 해 복운동 에 착 업  루어지도  하는 막 착챔 (CMS)  포함하여 루

어진다.

상  제1  제2 직 동 는 스 핑 (stepping motor) 또는 보 (servo motor)에 해 동하도<12>

 루어지 , 전·후 향  동  가능하다.

상  제1 돌   제2 돌 는 하단에 비  탄  스프링, 상  탄  스프링  상단에 막 상  돌 가<13>

상  탄  스프링  하게 연결   연결 어 루어진다.

상  제1 돌   제2 돌  각 하단에, 상  착 동  상단 정 치에  돌 가 치하게<14>

, 상  탄  스프링  가압 어 다운(down) 상태가 고, 상  돌  치  탈하  상  탄  스프

링  가압  해제 어 업(up) 상태가 도  루어진다.

상  제1 후크  제2 후크는 전·후 향  동가능하도  루어지 , 상  는 착 료 후, 상<15>

착 실   포지 (home position)에 치하도  루어진다.

         과

본  다량    한  프 스에 하여 착  가능하므  매 프 스 마다 진공  <16>

가스 (outgassing)  해 시간  는 타 치  달리, 량 생산  하 , 챔  볼  하

 해 착  료   샘플  착 에 다시 삽 하는 시스  문에 가스 (outgassing)  

해 보다  시간  어 제  단가  절약할 수 는 과가 , 량   한 후 타겟건

치한 앙 챔  내  티클 등  주 제거할 필 가 없는 ITO  등  단 막 또는 3 ~ 5층 정도  막

시스  제조에 매우 하다.

     실시  한 체적  내

하, 본  실시  첨 도 에 거 욱 상  하  다 과 같다.<17>

도 4는 본 에  다층  조  드  챔  한 막 착 치  개략적  나타내는 사시<18>

도 고, 도 5는 제1 직 동  제1 후크가 다층  제1 돌  측에 치한 상태  개략적

나타내는 사시도 고, 도 6  다층 가 하강하여 제1 후크에 제1 돌 가 걸리는 상태  개략적  나

타내는 사시도 고, 도 7 내지 도 9는 단  가 게 트 브  동하는 과정  개략적  나타내는 사

시도 고, 도 10  도 11  제2 직 동  제2 후크가 제2 돌  걸어  착 실

하는 과정  개략적  나타내는 사시도 고, 도 12a  도 12b는  제1 돌   제2 돌

조  개략적  나타내는 사시도 고, 도 13  내지 도 16  가 다층 착실  치(home

position)에 치하는 과정  개략적  나타내는 사시도 다.

, 본 에  다층  조  드  챔  한 막 착 치(1)는, <19>

진공  막  착  한  다수  (substrate,21)들  착 어  는  다층 착실(MSSHR;  multi<20>

substrate  stack  holder  room,10)  단에 비하 , 상  다층 착실(10)  착  상  

(21)  개별적  하는 (substrate holder,21')  다수  루어지 , 상  (21') 측

정 치에 각각 제1 돌 (first projection,21a)  제2 돌 (second projection,21b)가 어 루

어진 다층 (MSSH; multi substrate stack holder,20)  상  다층 착실(10)  측에 비한

다.

그리고, 상  다층 (10)  상  (20)  하여 게 트 브(gate valve,41))  동시키<21>

, 측 정 치에 제1 후크(first hook,31)  비하는 제1 직 동 (MUMG; moving unit from MSSHR

to Gate valve,30)  전·후 향  동가능하게 비한다.

또한,  상  게 트  브(41)  상  (20)  착 실(LSCS;  left  side  chamber  for<22>

sputtering,40)  동시키 , 측 정 치에 제2 후크(second  hook,43a)  비하는 제2 직 동

(MUGL; moving unit from Gate valve to LSCS,43)  전·후 향  동가능하게 비한다.

, 상  제1 직 동 (30)  제2 직 동 (43)는 그 각각  통하여 비하는 샤프트  통해<23>

전·후 향  동하  각 상  제1 후크(31)  제2 후크(43a)  해 상   (21')  상  제1

돌 (21a)   제2 돌 (21b)들  걸어 상  다층 착실(10)  상  다층 (20)상  게 트
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브(41)  시키거나, 상  게 트 브(41)  상  착 실(LSCS)  시키게 다.

그리고,  상  (21')가  상  착 실(40)  내  착 동 (SHMU;  sample  holder  moving<24>

unit,50)에 착  후, 신  계적  치(home position)  동하는 상  착 동 (50)가 상  

착 실(40) 내에 비 다.

마지막 , 타겟  치에  상  (21')가 상  착 동 (50)에 해 복운동 에 착 업<25>

 루어지도  하는 막 착챔 (CMS; coating main chamber with targets,60)  포함하여 루어진다.

그리고, 상  제1  제2 직 동 (30,43)는 스 핑 (stepping motor) 또는 보 (servo moto<26>

r)에 해 동하도  루어진다.

또한, 상  제1 돌 (21a)  제2 돌 (21b)는 하단에 비  탄  스프링(51a), 상  탄  스프링(51a)<27>

상단에 막 상  돌 (51b)가 상  탄  스프링(51a)  하게 연결  (51c)  연결 어 루어진

다.

그리고, 상  제1 돌 (21a)  제2 돌 (21b)  각 하단에, 상  착 동 (50)  상단 정 치에<28>

 가압 (51d)가 치하게 , 상  탄  스프링(51a)는 상측  가압 어 상  돌 (51b)가 정 향

 눕게 는 다운(down) 상태가 고, 상  가압 (51d)  치  탈하  상  탄  스프링(51a)  가

압  해제 에 , 상  탄  스프링(51a)  상  원상복귀  상  (51c)  해져 상  돌 (51

b)가 직립 상태  루는 업(up) 상태가 는 커니  한다.(도 12a  도 12b 참조)

그리고, 상  (21')는 착 료 후, 상  착 실(40)   포지 (home position)에 치하도<29>

 루어짐 , 러한  업  복적  루어져 착 업  하는 든  (21')들  

착 업  료 , 각종 ( , 치 감지  등)에 해 상  제1 후크(31)  동  정지 다.

한편, 상술한 본 에  다층  조  드  챔  한 막 착 치  동 과정  하<30>

 다 과 같다.

저, 다량  (21)  다층 착실(10)에 착 어 는 상태에 , 상  (21)  하는 <31>

(21')  태  다층 (20)에 다.

그리고, 제1 직 동 (30)  제1 후크(31)가 상  (21')  제1 돌 (21a)  지나 정  제<32>

거  에 치하게 다.(도 5 참조)

그리고, 상  제1 직 동 (30)에 해 상  다층 (20) 전체가 하강하게 , 그에  상  제<33>

1 후크(31)가 상  (21')  상  제1 돌 (21a)에 걸리도  한다.(도 6 참조)

그리고, 상  제1 직 동 (30)  동에  상  제1 후크(31)는 상  제1 돌 (21a)  어냄<34>

, 상  (21') 하나  상  다층 (20)  하여 상  게 트 브(41)  치시킨다.

, 상  (21')  제2 돌 (21b)는 착 실(40) 내에 치하게 , 상  치 지 동하<35>

는  상술한 체 커니 에 해 다운(down) 상태에  업(up) 상태가 다.(도 7 내지 도 9 참조)

그리고, 제2 직 동 (43)  하여 업(up) 상태  상  제2 돌 (21b)는 상  제2 후크(43a)에 걸린<36>

상태  상  (21')  상  착 실(40)  하게 다.(도 10  도 11 참조)

어 , 상  (21')가 상  착 실(40) 내  상  착 동 (50)에 (loading)  <37>

착  후( , 상  착 동 (50)  치  좌측 한계 치  함.), 상  착 동 (50)는 신

계적  치(home position)  동하게 다.

, 상  착 동 (50)  동 , 상  제1 돌 (21a)  제2 돌 (21b)는  체 커니 에<38>

해 다운(down) 상태가 다.

그리고, 상  제2 후크(43a)는 상  게 트 브(41) 쪽  동하여 상  착 동 (50)   업 <39>

한 복운동  해하지 않도  한다.

또한, 상  착 동 (50)에 해  치  동시, 상  제1 돌 (21a)  제2 돌 (21b)는 다시 업<40>

(up) 상태가 다.

그리고, 타겟(target)  치한 곳  상  (21')가 상  착 동 (50)에 해 복운동  하<41>
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착  료  상  다층 착실(10)  측에 상  착 실40)   치에 치하게 다.

는 상  (21')가 좌측 한계 치  동할 , 상  제1 돌 (21a)  제2 돌 (21b)는 다시 다<42>

운(down) 상태가 다.(도 13 참조)

, 상  제2 후크(43a)는 우측  동하여 상  착 동 (50)  상  (21')  동시킬<43>

비상태에 다.

상  (21')가 상  착 동 (50)에 해 지 적  좌측 한계 치  동하게 , 상  <44>

(21')  상  제1 돌 (21a)  제2 돌 (21b)는 다시 업(up) 상태가 다.(도 14 참조)

그리고, 도 15  도 16에 도시   같 , 상  제2 직 동 (43)에 해 상  (21')  상<45>

제2 후크(43a)  상  제2 돌 (21b)  걸림상태  하여 상  게 트 브(41)  접하도  동하

상  제1 돌 (21a)는 상  다층 착실(10) 내에 치하  다운 상태에  업 상태  변 한다.

, 상  제1 후크(31)는 상  제1 돌 (21a)  해 상  (21')  상  다층 착실(1<46>

0)  원  치  시킬 수 , 원 치에 도달하  치 감지  등과 같  각종 에 해 착

업 료가 루어진 상태가 에  상  제1 후크(31)는 상 동하지 않는 정지 상태에 게 다.

, 본  다량    한  프 스에 하여 착  가능하므  매 프 스 마다 진공<47>

  가스 (outgassing)  해 시간  는 타 치  달리, 량 생산  하 , 챔  볼

하  해  착  료   샘플  착 에  다시  삽 하는  시스  문에  가스

(outgassing)  해 보다  시간  어 제  단가  절약할 수 는 과가 , 량   

한 후 타겟건  치한 앙 챔  내  티클 등  주 제거할 필 가 없는 ITO  등  단 막 또는 3 ~

5층 정도  막 시스  제조에 매우 하다.

본  특정  실시  하여 도시  하 지만, 첨  특허청 에 해 나타난  사상 <48>

역  어나지 않는 한도 내에  다양한 개조  변 가 가능하다는 것  당업계에  통상  지식  가

진  누 나 쉽게 알 수  것 다.

도  간단한 

도 1  종  술에  고정타겟에  전하는 시스  개략적  나타내는 사진,<49>

도 2는 종  술에   동 식 시스  개략적  나타내는 사시도,<50>

도 3  종  술에  티 샘플  챔  한 시스  개략적  나타내는 사진,<51>

도 4는 본 에  다층  조  드  챔  한 막 착 치  개략적  나타내는 사시<52>

도,

도 5는 제1 직 동  제1 후크가 다층  제1 돌  측에 치한 상태  개략적  나타내<53>

는 사시도,

도 6  다층 가 하강하여 제1 후크에 제1 돌 가 걸리는 상태  개략적  나타내는 사시도,<54>

도 7 내지 도 9는 단  가 게 트 브  동하는 과정  개략적  나타내는 사시도,<55>

도 10  도 11  제2 직 동  제2 후크가 제2 돌  걸어  착 실  하는<56>

과정  개략적  나타내는 사시도,

도 12a  도 12b는  제1 돌   제2 돌  조  개략적  나타내는 사시도,<57>

도 13 내지 도 16  가 다층 착실  치(home position)에 치하는 과정  개략적  나<58>

타내는 사시도.

<도  주  에 한  ><59>

1: 다층  조  드  챔  한 막 착 치<60>

10: 다층 착실(MSSHR) 20: 다층 (MSSH)<61>

21: 21a: 제1 돌<62>
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21b: 제2 돌 30: 제1 직 동 (MUMG)<63>

40: 착 실(LSCS) 41: 게 트 브(gate valve)<64>

43: 제2 직 동 (MUGL) 31: 제1 후크(first hook)<65>

43a: 제2 후크(second hook) 50: 착 동 (SHMU)<66>

60: 막 착챔 (CMS)<67>

도

    도 1

    도 2
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    도 3

    도 4
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    도 5

    도 6
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    도 7

    도 8
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    도 9

    도 10
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    도 11

    도 12a
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    도 12b

    도 13
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    도 14

    도 15
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    도 16
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